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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR GEHAUSEBILDUNG BEI ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN SOWIE SO HERME-
TISCH VERKAPSELTE ELEKTRONISCHE BAUTEILE

(57) Abstract: The aim of the
invention is to obtain a largely
water diffusion-tight encapsulation
of electronic components at
moderate temperatures of less

than 300 °C, preferably less

1a than 150 °C. To this end, the
invention provides a method for
forming housings for electronic
components, particularly
sensors, integrated circuits and
optoelectronic components. This
method comprises the following
‘I/\ 23 steps: providing a substrate (1),
whereby at least one first substrate

side (la) is to be encapsulated;

providing a vapor deposition

glass source (20); placing the

first substrate side (la) relative

to the vapor deposition glass

source in a manner that enables

20 the first substrate side (1a) to be
subjected to a vapor deposition,

N

21/\_,/

and; vapor-depositing the first substrate side with a glass layer (4).

(57) Zusammenfassung: Um eine weitgehend wasserdiffusionsfeste Kapselung von elektronischen Bauteilen bei missigen Tem-
peraturen unterhalb von 300 °C, vorzugsweise unterhalb 150 °C zu erzielen, sieht die Erfindung ein Verfahren zur Gehiusebildung
bei elektronischen Bauteilen, insbesondere Sensoren, integrierten Schaltungen und optoelektronischen Bauelemente vor, welches
die Schritte umfasst: Bereitstellen eines Substrats (1), wobei wenigstens eine erste Substratseite (1a) zu verkapseln ist, Bereitstellen
a einer Aufdampfglasquelle (20), Anordnen der ersten Substratseite (1a) relativ zur Aufdampfglasquelle derart, dass die erste Subst-
ratseite (1a) bedampft werden kann; Bedampfen der ersten Substratsseite mit einer Glasschicht (4).
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